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【はじめに】有機トランジスタの動作安定性に関する課題としてバイアスストレスとノイズがあ

るが、これらの統一的理解はいまだ不十分である。そこで本研究ではこの 2 つの現象が発生する

原因の追求を通してトランジスタの動作性能を改善することを目的とした。具体的には、絶縁層

およびチャネル層が異なる４種のデバイスについてバイアスストレスとノイズを同時計測し、そ

の相関性について調べた。 

【実験方法】絶縁層としてパリレン C のみまたはパリレン C／SiO2の 2層構造、チャネル層とし

て塗布型ｐ型有機半導体である DTBDT-C6 のみまたは DTBDT-C6：ポリスチレン混合溶液を用い

て、計 4種類のデバイスを作製した（Fig. 1）。また、電極と半導体は印刷法を用いて成膜した。ノ

イズ測定は一定電圧下でのソース電流を測定し、それをパワースペクトル密度に変換して、平均

電流値で規格化した。バイアスストレス測定は、5000 s のバイアスを加えて、ドレイン電流の変

化量を測定した。 

【結果と考察】全てのデバイスにおいて 1/fノイズが観測された。90 Hzにおけるノイズのパワー

スペクトル密度と 5000 s後のバイアスストレスの大きさを Fig. 2に示す。ノイズとバイアススト

レスのいずれも、パリレンのみ・DTBDT-C6のみのデバイスで最も大きく、SiO2の挿入またはポリ

スチレンの混合によって低減されることが分かった。今回の結果から、バイアスストレスとノイ

ズは同一の起源をもつことが示唆される。今後はノイズとバイアスストレスを同じ時間スケール

で測定し、それらの統一的理解を進めていく。 

                                             

Fig. 1 Schematic diagram of the device   Fig. 2 bias stress and power spectral density  
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